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AN6081 
在传统系统中使用赛普拉斯 90 nm 异步 SRAM 

作者：Anuj Chakrapani 
相关项目：无 

相关应用笔记：无 
 

AN6081 介绍了在基于传统 5 V 处理器的应用中使用赛普拉斯新版本 90 nm SRAM 时会遇到的潜在问题。本应用笔记

还介绍了移植到新的器件时，有关输出电压问题的故障排除方法。此外，它还建议了在此类应用中使用赛普拉斯

SRAM 的方式。 

 

简介 
现在系统应用所使用的电压从 5 V 发展到 3 V 和 1.8 V。 
赛普拉斯异步 SRAM 能够在上述所有电压范围内进行操

作。本应用笔记还说明了 90 nm SRAM 器件的输出电压阈

值和处理器或控制器的输入电压阈值间不兼容的情况，这些

控制器被连接到传统的 5 V 系统中的 SRAM。建议使用赛

普拉斯旧版本 SRAM，以便符合这些情况的要求。 

注意：“处理器”和“控制器”这两个术语将在本文档中

交互使用。   

逻辑电平和噪声容限 
在数字电子中，逻辑电平是两个可能信号状态中的一个。 
下面四个参数可以为一个数字逻辑系列定义逻辑电平：

VIL、VIH、VOL和 VOH。  

 VIL定义了最大电压，数字输入会将该值编译为‘0’。  

 VIH定义了最小电压，数字输入会将该值编译为‘1’。  

 VOL 定义了在数字输出（被设为逻辑 0）上受保证的最

大电压。  

 VOH 定义了在数字输出（被设为逻辑 1）上受保证的最

小电压。 

噪声容限（NM）被定义为驱动器 IC 的有效逻辑输出电平

和接收器 IC 的有效逻辑输入电平间的差值。下面是 NM 器

件的表达式。 

 NMH（输出高电平） = VOH [驱动器] - VIH [接收器] 

 NML（输出低电平） = VIL [接收器] - VOL [驱动器]  

 

图 1：噪声容限 
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电路的噪声容限与 NM 成正比。容限越高，则意味着其抗

噪能力越强。NM 负数代表不兼容性。  

一些常用 I/O 标准的逻辑电平和噪声容限将显示在下表内。 

表 1：常见 I/O 标准的逻辑电压电平与相应的噪声容限  

 
下述部分介绍了将赛普拉斯异步 SRAM 器件连接至外部处

理器时会遇到的 VOH兼容性问题。 

赛普拉斯异步 SRAM VOH的规范值与 
实际测量比较状况 
赛普拉斯新版本异步 SRAM 器件采用了符合高速、低功耗

等标准的 90 nm 加工技术进行生产。这些器件提供了 1.8 
V、3.3 V 和 5 V 电压范围选项，并且与旧版本（采用 250 
nm 和 350 nm 加工技术）器件的引脚相兼容。  

图 2 显示的是不同版本异步 SRAM 器件在实际 VOH电平方

面的区别。所有电平值均符合行业标准中晶体管-晶体管逻

辑（TTL） VOH 规范（2.4 V），不过旧版本器件具有更高

的电压幅度，因此这些器件可以在 4 V 至 5 V 的范围内驱动

输出，测量到的 VOH会超过 4 V。与此相反，赛普拉斯新版

本 SRAM 的输出会使其电压幅度范围降低为~3 V 至 3.3 
V。有些 5 V 传统处理器需要 3.5 V 的 CMOS（互补金属氧

化物半导体）VIH 电平，而其他处理器则需要 2.0 V 的 TTL 
VIH 电平。根据连接至 SRAM 的处理器的 VIH 规范要求为应

用选择需要的赛普拉斯 SRAM。在选择赛普拉斯 SRAM
时，即使这些器件是引脚相兼容的，也建议您检查处理器的

VIH规范。 

表 2 显示的是赛普拉斯异步 SRAM 器件和外部处理器的驱

动器和接收器配置。除非使用赛普拉斯新版本的 SRAM 驱

动传统处理器时，在所有配置中 NMH 和 NML 的值都是正

数，如图 2 所示。 

因为旧版本SRAM器件的VOH电压摆幅更大，它们适用于采

用了传统处理器的应用，这些处理器要求CMOS VIH的大小

为3.5 V。如果该处理器要求TTL VIH的大小为2 V，那么赛

普拉斯的新版本90 nm SRAM器件便符合要求。 

注意：只有SRAM处于驱动器模式时，90 nm SRAM器件才

与5 V CMOS控制器互不兼容。如果SRAM处于接收器模

式，便不会出现任何问题。  

图 2. TTL 和 I/O 传统标准的电压电平 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I/O 标准 

逻辑高电平

（V） 
 

NMH 
逻辑低电平

（V） 
 

NML 

VOH VIH VOL VIL 

TTL 5 V 2.4 2.0 0.4 0.4 0.8 0.4 

CMOS 5 V 4.4 3.5 0.9 0.4 0.7 0.3 

CMOS 2.5 V 2.0 1.7 0.3 0.4 0.7 0.3 

CMOS 1.8 V 1.35 1.2 0.15 0.45 0.63 0.18 

TTL 3.3 V 2.4 2 0.4 0.4 0.8 0.4 

CMOS 3.3 V 3.1 2 1.1 0.2 0.8 0.6 
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表 2. 四个接口组合的 NMH和 NML规范（逻辑电平电压的单位为伏特）[1] 

 

序号 

驱动器操作 接收器操作  
NMH 

 
NML 

兼容性 
驱动器 VOH (MIN) VOL(MAX) 接收器 VIH(MIN) VIL(MAX) 

1 
旧版本异步 SRAM 

（250-350 nm TTL 
可兼容） 

4.0 
（测量得到

的值） 
0.4 

当前版本中的处理器 

（TTL 可兼容） 
2.0 0.8 2.0 0.4  

传统处理器 

（5 V CMOS 可兼容） 
3.5 1.5 0.5 1.1  

2 
新版本异步 SRAM 

（90 nm TTL 可兼容） 

3.0 
（测量得到

的值） 
0.4 

当前版本中的处理器 
（TTL 可兼容） 

2.0 0.8 1.0 0.4  

传统处理器 
（5 V CMOS 可兼容） 

3.5 1.5 -0.5[2] 1.1 × 

3 
传统处理器 

（5 V CMOS 可兼容） 
4.4 0.5 

新版本异步 SRAM 
（90 nm TTL 可兼容） 

2.0[3] 0.8 2.4 0.3 

 

旧版本异步 SRAM 
（250-350 nm TTL 可兼容） 

 

4 
当前版本的处理器 
（TTL 可兼容） 

2.4 0.4 

新版本异步 SRAM 
（90 nm TTL 可兼容） 

2.0[3] 0.8 0.4 0.3 

 

旧版本异步 SRAM 
（250-350 nm TTL 可兼容） 

 

 

图 3. TTL 和 5 V CMOS 传统产品的 VOH和 VIH电平（SRAM 作为驱动器件进行操作） 

 

                                            
1 赛普拉斯旧版本异步 SRAM 器件的实际 VOH范围为 4 V 至 5 V；对于新版本的异步 SRAM 器件，该范围为 3 V 至 3.3 V。具体情况，请参考 
图 2。该表中所使用的异步 SRAM 器件的所有 VOH值都是实际测量获得，其他参数均为数据手册中指定的值。 

2 噪声容限是负数，表示操作模式不兼容。 
3 在接收器模式下，赛普拉斯的异步 SRAM 器件可处理高达 5.5 V 的输入。 
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向系统设计人员的建议  
当选择传统系统的器件时，务必查看数据手册中的参数，如

VIH、VIL、VOH 和 VOL。如果选择了赛普拉斯的异步 SRAM
器件，请参考以下建议。 

 对于支持 TTL I/O 标准的处理器，使用的是赛普拉斯的

90 nm 异步 SRAM。  

 对于支持 5 V CMOS I/O 标准的处理器，则使用赛普拉

斯的旧版本异步 SRAM。 

如果没有发生任何有关兼容性的问题，则赛普拉斯支持用户

从旧版本的 SRAM 器件移植到新版本的 90 nm SRAM 器

件。但赛普拉斯将继续为使用传统系统的客户提供并支持旧

版本产品。 

下表列出了 90 nm 技术器件和旧技术的同等器件的编号。

请查看产品页面以便详细了解当前的有效器件。如果您没有

找到您应用的同等器件，请联系赛普拉斯支持。 

 

表 3. 90 nm 技术器件和旧技术的同等器件的编号 

容量 存储器组织 90 nm 技术器件 采用旧技术 
（250 nm、350 nm 和其他旧技术）的器件 

快速异步 SRAM 

256 Kb 32 Kb × 8 CY7C199D CY7C199CN 

512 Kb 32 Kb × 16 CY7C1020D - 

1 Mb 64 Kb × 16 CY7C1021D CY7C1021BN 

1 Mb 256 Kb × 4  CY7C106D CY7C106BN 

1 Mb 256 Kb × 4 CY7C1006D - 

1 Mb 128 Kb × 8 CY7C109D  - 

1 Mb 128 Kb × 8 CY7C1009D - 

1 Mb 128 Kb × 8 CY7C1019D - 

1 Mb 1 Mb × 1 CY7C107D - 

1 Mb 1 Mb × 1 CY7C1007D - 

4 Mb 1 Mb × 4 CY7C1046D - 

4 Mb 256 Kb × 16 CY7C1041D CY7C1041BN 

4 Mb 512 Kb × 8 CY7C1049D CY7C1049BN 

微功耗异步 SRAM 

1 Mb 64 Kb × 16 CY62126ESL - 

1 Mb 128 Kb × 8 CY62128E CY62128BN 

2 Mb 128 Kb × 16 CY62136ESL - 

2 Mb 256 Kb × 8 CY62138F - 

4 Mb 256 Kb × 16 CY62146E - 

4 Mb 512 Kb × 8 CY62148E，CY62148ESL - 

8 Mb 512 Kb × 16 CY62157E，CY62157ESL - 

8 Mb 1 Mb × 8 CY62158E - 

16 Mb 1 Mb × 16 CY62167E - 

http://www.cypress.com/
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全球销售和设计支持 
赛普拉斯公司拥有一个由办事处、解决方案中心、厂商代表和经销商组成的全球性网络。要想查找离您最近的办事处，请访问 
赛普拉斯办公所在地。 

 

产品 
汽车级产品 cypress.com/go/automotive 

时钟与缓冲区 cypress.com/go/clocks 

接口 cypress.com/go/interface 

照明与电源控制 cypress.com/go/powerpsoc 

存储器  cypress.com/go/memory 

PSoC cypress.com/go/psoc 

触摸感应 cypress.com/go/touch 

USB 控制器 cypress.com/go/usb 

无线/射频 cypress.com/go/wireless 

 

PSoC®解决方案 
psoc.cypress.com/solutions 

PSoC 1 | PSoC 3 | PSoC 4 |PSoC 5LP 

赛普拉斯开发者社区 
社区 | 论坛 | 博客 | 视频 | 培训 

技术支持 

cypress.com/go/support 
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